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摘 要

本論文中探討利用光及電流侷限的方式，使氮化銦鎵共振腔發光二極體的電流能集中於有效發光區內，以增加侷限區內載

子的復合頻率，再配合共振腔的作用，使元件提高指向性、發光強度及縮小波長頻?。 氮化鎵發光二極體光電侷限的方法

有離子佈植、側向濕氧化、雷射選擇性活化法及鎳膜選擇性催化活化⋯⋯等，在實驗中我們選擇了使用離子佈植法做為光

的侷限方法。 實驗結果顯示，我們發現經退火的電流擴散層(鎳/金)覆蓋在經離子佈植的P型氮化鎵表面上，會因表面轟擊

而產生高電阻的情形，經過加長退火時間仍無法達到理想的改善，使電流不易由電極經由電流擴散層至侷限發光區內，而

仍要經由P電極直接接觸發光侷限區邊緣內才能有效的將電流導入，而經由實驗結果顯示，離子佈植法能有效的將電流侷

限，但由於離子佈植前後氮化銦鎵並無明顯的折射率變化，故無法產生光導的光侷限效應。
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